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POLITECHNIKA
GDANSKA

WYDZIAL FIZYKI TECHNICZNE]
| MATEMATYKI STOSOWANE]

Pytania na egzamin dyplomowy — NT I
Nanostruktury fotoniczne

Opisa¢ strukture pasmowg krysztatéw. Jak z kwantowych stanéw pojedynczych atoméw powstajg

pasma energetyczne w krysztale.
Opisa¢ przyblizenie masy efektywnej w p6tprzewodnikach.

Co to jest gestosé stanéw? Jak zmienia sie gesto$¢ stanéw w uktadach niskowymiarowych 0D, 1D,
2D i 3D.

Rozktad Fermiego-Diraca i gesto$¢ noSnikow.

Domieszkowanie w pétprzewodnikach.

Ztagcze p-n.

Ztacze tunelowe.

Studnia kwantowa. Opis rozwigzan réwnania Schrodingera w studni kwantowej oraz sposoby
praktycznej realizaciji.

Procesy rekombinacji no$nikéw w pétprzewodnikach.

Omowi¢ zasade dziatania diody LED.

Omowi¢ zasade dziatania diody laserowej.

Sprawno$¢ kwantowa obszaru aktywnego, sprawnos$é ekstrakcji $wiatta, sprawnos$é wstrzykiwania
nos$nikéw, sprawnos¢ catkowita.

Jak zalezy temperatura wzrostu typu step-flow od temperatury topnienia krysztatu. Opisag, jak sie
ustala warunki wzrostu (temperatura podtoza, ciSnienie w procesie) dla wzrostu typu step-flow dla

epitaksji dowolnego p6iprzewodnika

Co to jest dezorientacja podtoza do wzrostu epitaksjalnego.

Wyjasn¢ réznice w obrazowaniu prébki za pomocg SEM przy wykorzystaniu sygnatu SE i BSE.

Co to jest RHEED i w jakim celu stosuje sie te technike.

Jakimi metodami badamy poziom domieszkowania.

Jakimi metodami okres$lamy gestos¢ dyslokacji w warstwie epitaksjalnej i w podtozu GaN.

Metody badania topografii powierzchni warstw epitaksjalnych. Skomentowaé rozdzielczo$¢ kazdej
wymienionej metody w ptaszczyznie (x-y) i w kierunku z.

Obliczy¢ kat ugiecia elektronéw na ptaszczyznach (0002) GaN dla A4geev = 3.7 pm (w mikroskopie
elektronowym) i poréwnajé to z katem ugiecia promieni rentgenowskich na tych samych
ptaszczyznach Acuq = 0.15406 nm. Stata sieci cgany = 5.185 A. Obliczenia dla GaN krystalizujacego

w sieci wurcytu.




